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１．概要（Summary） 

本研究は微細加工技術を使って次世代電子デバイス

の開発を行うものであり，エレクトロマイグレーションによる

ナノナノギャップ，抵抗変化メモリ（ReRAM），ナノギャッ

プ電極間の強磁性ナノ粒子系等の電子特性研究の各テ

ーマを含んでいる．ここでは ReRAM に関する１つのトピ

ックスについて記載する． 

２．実験（Experimental） 

電圧印加によって抵抗値が可逆増減する ReRAM(抵

抗変化型メモリ)は次世代メモリとして注目されている．書

込み時の良好な電流制御を目的として FET 搭載型

ReRAM を作製し，その特性を評価した． 

SiO2 表面コートされた FET（Al-Si 電極）付 Si 基板上

の電極位置に，フォトリソグラフィーによりパターニングを

行い，RIE（CF4+O2）によりスルーホール(φ=4~64 μ

m)を形成した．Al-Si 電極表面をプラズマ酸化後，

ReRAM 抵抗変化層である MoOx（20 nm），Cu（30 nm），

Pt（100 nm）をスパッタ成膜し，リフトオフにより ReRAM

デバイスとした．測定はソースメジャーユニット(SMU)を用

いて行った．SMU による電流制限と，FET による電流制

限による測定を行い，比較検討した． 

 

使用装置： 1) 電子ビーム描画装置 ELS-3700 

2) 両面マスクアライナ MA-6 

3) ICP 加工装置 EIS-700 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

上記２種類の条件下で電圧掃引によるスイッチ曲線を

比較したところ，SMU 制限の場合における高抵抗化（リ

セット）電流が大きかった．これは FET 制限の場合よりも

低抵抗化（セット）の電流制限が不十分である事を示して

いる，過電流の増大によって，低抵抗化に寄与する

MoOx 中の Cu フィラメントが太くなり，その破壊に大きな

電流が必要となったと理解できる．Fig. 1 にセット後の抵

抗値と制限電流(Icomp)の関係を示した．SMU 制限の(a)

では Icomp の大きさに関係なく抵抗値が小さい．一方，

FET 制限の(b)では，Icomp の増加に伴い抵抗値が減少し

ており，低抵抗値を 1 桁以上調整可能である． 

 
 

デバイス直下に MOSFET を設置したことによりセット時

の過電流を低減でき，抵抗制御性が高まった．電流制限

値で低抵抗値を変えることができるため，データの多値化

やアナログメモリとしての可能性を有していると言える． 
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Fig. 1 Icomp-dependence in the low resistance state. 
Current limitation by (a) SMU and (b) FET. 

(a)       (b) 


